CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (CSIC)

Semiconductores organicos complementarios baratos y versatiles obtenidos

con un método de radiacion UV-VIS

CSIC ha desarrollado un método facil y eficiente para la fabricacion de semiconductores organicos
complementarios, mediante la deposicion de una uUnica disolucion de material, que se irradia
posteriormente con luz. Esto hace posible poner la electréonica impresa en el mercado a precios

competitivos y con aplicaciones en el mundo real.
Se buscan socios industriales interesados en licenciar la patente.

Una oferta de licencia de patente

Geometria modular y sustratos flexibles

En los procedimientos de fabricacion de dispositivos semiconductores
habitualmente se requiere el deposito de materiales tipo n o p por separado.
Este método propone depositar una solucion de un sélo material de tipo p y
posteriormente irradiar con luz para transformar ciertas zonas en tipo n,
conforme a las necesidades (Fig. a).

Esta Unica etapa garantiza un buen contacto eléctrico asi como fisico entre las
regiones n y p, minimizando la resistencia de contacto y evitando problemas de
mojado y delaminacién. Se reduce asi la complejidad del procedimiento,
evitando la potencial necesidad de etapas de deposito adicionales de capas de
interconexion metalicas, tan necesarias en generadores termoeléctricos.

Otra ventaja es la posibilidad de realizar motivos/patrones espaciales con luz
(fotolitografia), que frente a las técnicas aditivas como la impresion por
inyeccion de tinta, resulta en una gran mejora de la resolucién espacial.

Su aplicacion en termoelectricidad ya ha sido demostrada utilizando
recubrimientos con geometrias en plano, despistados por métodos compatibles
con roll-to-roll a gran escala, que explota las ventajas del método patentado, a la
vez que aprovecha al maximo las caracteristicas de los sustratos flexibles (Fig. b).

Principales ventajas y aplicaciones

a) Irradiacion UV durante la
deposicion de una solucioén tipo p
para obtener zonas tipo n.

b) Los tramos termoeléctricos tipo p
y tipo n estan conectados
eléctricamente en serie,
térmicamente en paralelo, formando
una geometria toroidal, adecuada
para la captura de calor residual.

* Proceso de fabricacion simple y de bajo coste.

* Recubrimiento de grandes superficies y realizacion de motivos espaciales
mediante técnicas &pticas, reemplazando procesos complicados de impresién
multi-paso, de resolucion mas baja.

* Homogeneidad de espesor mayor frente a la fabricacién aditiva.

= Aplicaciones numerosas en el area de generacion de energia termoeléctrica,
enfriadores Peltier de gran superficie, materiales aislantes inteligentes, textiles
inteligentes y electronica impresa en general.

= |os materiales utilizados son estables en aire durante meses.
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Estado de la patente
PCT solicitada

Para mas informacion,
por favor contacte con:
Virginia Cousté

Parc de Recerca UAB (CSIC—
IRTA-UAB)

Tel.: +34 — 935 86 88 31
virginia.couste@uab.cat
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